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SMY 51

5i-MOS-Feldeffekt-Doppel-Trensistor vom p-Kanal-Anreicherungstyp fiir digitale Anwen-
dungen im DIL-Plastgehduse der Bauform G 6 nach TGL 11811, Der Transistor hat inte-
grierte Gateschutzdioden, Source von Transistor 2 ist mit dem Substrat verbunden.
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Masse 34 g
AnschiuBBbelegung und elekirisches Schaltbild

Grenzwerte; giiltig fiir den Betriebsumgebungstemperaturbereich

Kennwert MeBbedingungen

Drain-Source-Spannung Ups —31
Gate-Source-Spannung Uss —3i
Drain-Gate-5pannung Uos —31
Source-Buik-Spannung Uss

Crainstrom -lp

FluBstrom der Gate- fas

schutzdiode

ImpulsfluBstrom der lasmM te/T = 1:10

Gateschutzdiode tomax = 1 ps

Zuléssige Verlustleistung Pos #a = 25°C

je Transistor

Zuliissige Gesamtverlust- Peot #q = 25°C

leistung

Betriebsumgebungs- P —23
temperaturbereich

Lagerungstemperaturbereich Purg —40

max. Wert
bzw. Bereich

et 03V
.+ 03V
R TRRY.

oV
20 mA
0,1 mA

2 mA
]

200 mW

240 mW

vo. + 85°C

ius 125°C



Kennwerte bei ¢, — 25°C

Kennwert MeBbedingungen Min, Typ
Drainstrom -Ip -Ups = 2V 3 mA

-Ues = 10 V

Use = 0V
Schwellspannu: Ut Ups = Uegs 3V

Usg = 0V

o = 10uA
Gatereststrom -less Uos = 0V

Uas = 31V

Ve = 0V
Gatereststrom ~lgss -Ups = 0V

-Uss = 20V

Uss = 0V
Drainreststrom =lpss Ups = 31V

Ugs = 0V

-Use = 0V
Drainreststrom -lpss Ups =20V

Ugs = 0V

Uss = 0V
Eingangskapazitat s Uos = Uegs =

Uoe = OV

MeBspannung = 02V
f=05... 2MHz

informationskennwerte bai #. = 25°C

Drainstrom -lp Ups = lUgs = 10V 10 mA

Steilheit Y21 -Uns = Ugs = 10V 36 mS
_ f = 1 kHz

Dr.uin-Source- ~ Rops -Ugs ="20V 150 2

Widerstand : -le = 100 A

Max,

6V

10 uA

0.1 pA

10" pA

0,1 gA

12 pF






